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GBET-Module
GBET-Modules

BSM 200 GB 60 DLC
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Charakteriztische Werte / Characteristic values

Transistor | Transistor min. typ. max.
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Charakteristische Wenrte / Characteristic values
Diode ! Diode min. typ. max
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(BT Modls BSM 200 GB 60 DLC HF

Thermische Eigenschaften / Thermal properties
min. typ. max.

Innerer Warmewiderstand Transistor / transistor, DC R - - 0,17 K/W
thermal resistance, junction to case Diode / diode, DC thic : : 0.29 KIW

Ubergangs-Wéarmewiderstand pro Modul / per module

R B B
thermal resistance, case to heatsink Apaste= TWIM*K | Agrease= TW/M*K theK 0,02 KIwW

Hochstzuldssige Sperrschichttemperatur T } } 150 oc
maximum junction temperature v

Betriebstemperatur
: Top -40
operation temperature

- 125 °C

Lagertemperatur
T -40
storage temperature

- 125 °C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage
case, see appendix

Innere Isolation
. X : Al,O3
internal insulation

Kriechstrecke 15
creepage insulation

Luftstrecke

8,5 mm
clearance

CTI
comperative tracking index

275

Anzugsdrehmoment fiir mech. Befestigung Schraube M6 M1 5 Nm

mounting torque screw M6 .15 +15 %

Gewicht

weight G 180 9

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.
Sie gilt in Verbindung mit den zugehdrigen Technischen Erlauterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics.
It is valid in combination with the belonging technical notes.

BSM 200 GB 60 DLC

3(8) 2000-02-08
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Technische Information / Technical Information

IGBT-Module

BSM 200 GB 60 DLC

IGBT-Modules

lc=Tf (Vce)

Vge= 15V

Ausgangskennlinie (typisch)

Output characteristic (typical)
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BSM 200 GB 60 DLC

IGBT-Module
IGBT-Modules

Ubertragungscharakteristik (typisch)

Transfer characteristic (typical)
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Durchla3kennlinie der Inversdiode (typisch)

Forward characteristic of inverse diode (typical)
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Technische Information / Technical Information

BSM 200 GB 60 DLC

IGBT-Module
IGBT-Modules

f (IC)v Eoff: f (IC)v Erec: f (IC)

RG,on: 11501 RG,off

on—

E

Schaltverluste (typisch)

1,5Q, Ve= 300V, T,= 125°C

Switching losses (typical)

400

50

lc [A]

f (RG)v Eoff: f (RG)v Erec: f (RG)

on—

E

Schaltverluste (typisch)

°C

= 200A , Vo= 300V, Ty; = 125

Switching losses (typical)

Re [Q]

BSM 200 GB 60 DLC
2000-02-08
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IGBT-Module
BSM 200 GB 60 DLC )
Transienter Warmewiderstand Zic =1t
Transient thermal impedance
1
0.1 et T
9Z T
v i Zth:IGBT
00141 | Ly f L Zth:Diode
0,001
0,001 0,01 0,1 1 10
t [sec]
i 1 2 3 4
r, [KIkW] :IGBT 7,2 89,1 59,9 13,8
T [sec] :IGBT 0,0018 0,0240 0,0651 0,6626
r, [KIkW] : Diode 102,2 98,0 61,6 28,2
T;[sec] :Diode 0,0487 0,0169 0,1069 0,9115
Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA)  vge= +15V, Rg o= 1.5Q, T,= 125°C
450
FT IR e T —— s G L L 2
350 +
300 -
250
200 -
< IC,Modul
o 150 - = = =IC,Chip
100 -
50 A
0
0 100 200 300 400 500 600 700
Vee [V]
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(BT Modls BSM 200 GB 60 DLC HF

Gehausemalle / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram
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rapaHTmsa 6ecnepeboiMHOCTM NPOM3BOACTBA U
KauecTBa BbIMyCKAaeMOWN MPOAyKLMUK

O KkoMnNaHumn

000 "TpenadnekTpoHMKC" - 3TO onepaTuMBHbIE MOCTaBKM LLUMPOKOro
CNeKTpa 3/IEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB OTEYECTBEHHOr0 W  MMMOPTHOro
NpOM3BOACTBA HanNpsIMyk OT MpoM3BOAMTENIEN W C KPYMHEUWUX MUPOBbIX
CknagoB. Peanusyemas Hawen KOMMaHuWen npoAayKuMs HacuuTbiBaeT 6onee
NOJYMUNTNOHA HAaMMEHOBAHUMN.

Bnarogaps 3ToMy Halla KOMMaHWsA NpeasaraeT K NocTaBKe NMpakKTUUYecKu
He OrpaHUYEeHHbIN aCCOPTUMEHT KOMMOHEHTOB KakK OMTOBbIMW, MENKOONTOBLIMU
napTUAMK, TaK U B PO3HULLY.

Hanunune cobctBeHHOMN 3(hPeKTUBHON CUCTEMbI NOTMCTMKKM obecrneumnBaeT
HaAEeXHYI NOCTaBKy NPOoAYKUMU MO KOHKYPEHTHbIM LleHaM B TOYHO yKa3aHHble
CPOKM.

Cpok nocTtaBku co ctokoB B EBpone n AMepuke - ot 3 Ao 14 gHen.
Cpok noctaBku 13 Aaum — ot 10 gHeM.

Bnarogaps pa3BuMTOM CETM NOCTaBLIMKOB, MNOMOraeM B TOWUCKE U
NpMobpeTeHMN IK30TUUYHbBIX UM CHATbIX C MPOM3BOACTBA KOMIMOHEHTOB.

MpenocrtaBndeM cneu UeHbl Ha 3/1eMeHTbl 4S9 CO34aHUSA UHXXEHEPHbIX
COMIMOB.

YNOpHbIA TPYA, KaUeCTBEHHbIA pe3ynbTaT AalOT HaM NpaBo 6bITb
yBepeHHbiMU B cebe U HageXXHbIMU AJIS HAalWUX KJINEeHTOB.

Hawa koMnaHusa 3T0:

. MapaHTUa KadecTBa NOCTaBASIEMON NPOAYKLMMK
. LLInpoknin accopTMMeHT

. MMHMManbHble CPOKM MOCTAaBOK

. TexHn4eckaa noaaepxka

. Monbop KoMnnekTaumm

. NHaMBMAyanbHbIA Noaxon

. M'mbkoe ueHoobpazoBaHme

Hawa opraHmsaumsa ocobeHHO cunbHa B MNOCTaBkax Moaynen,
MUKPOCXEeM, NAaCCUBHbIX KOMMNOHEHTOB, KcanneHcax (XC), EPF, EPM n cunosomn
3/1IEKTPOHUKMU.

Bonbwon BbIbOp NpegnaraeMon NpoAyKUMKU, pasfinyHbie BUAbl OnaaTbl U
AOCTaBKW, NO3BONAT BaM COKOHOMUTbL BpeMSA U MOJIYYNUTb MAaKCUMYM BbIroabl OT
coTpyAaHuyecTsa ¢ Hamu!
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rapaHTua 6ecnepeboiMHOCTM NPOM3BOACTBA U
KayecTBa BbIMyCKAaeMON MpPoAyKL MUK

MepeyeHb NpousBOoAUTENIEN, NPOAYVKLIMIO KOTOPbIX Mbl MOCTaBJIEM
Ha POCCUMUCKUNMN PbIHOK
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rapaHTua 6ecnepeboiMHOCTM NPOM3BOACTBA U
KayecTBa BbIMyCKAaeMON MpPoAyKL MUK

C vyapoBonbCcTBMEM 6yaeM npopabaTtbiBaTb AN Bac nocrtaBku
HEO6XOANMbIX KOMMOHEHTOB MO TEKYLMM 3anpocaM [Ans CKOopewlle
BbISIBNIEHMUS TPYNMN 3/1IEMEHTOB, MO KOTOPbIM COTPYAHUYECTBO MMEHHO C HalleW
KoMnaHuen 6yaeT ans Bac MakcMManbHO BbIroAHbIM!

C yBaxeHunem,

Menemxep otgena npogax OO0
«Tpeng DNeKTPOHUKC»
Lnwnakos EBreHni

8 (495)668-30-28 nob 169
manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/
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